چكيده

در اين پروژه به طراحي سيستم HIPOX (High Pressure Oxidation) كه براي ايجاد لايه هاي اكسيد سيليسيوم روي سطح ويفرهاي سيليسيوم است مي پردازيم. در صنعت نيمه هادي ها از اكسيد سيليسيوم به عنوان يك عايق الكتريكي خوب در ساخت مدارهاي مجتمع استفاده مي شود. به علت طولاني بودن پروسة اكسيداسيون در فشار عادي، در اين سيستم جديد از فشارهاي بالا (حدود 10-25atm) و دماي حدود 600-10000C براي اكسيداسيون به دو روش خشك و Pyrogenic (با استفاده از بخارآب) استفاده مي شود. با اين كار مي توان ضخامتهاي اكسيد بيشتري تا حدود 15 ميكرون ايجاد كرد، در حاليكه در روش عادي حد بالاي ضخامت حدود 1 تا 2 ميكرون مي باشد و كيفيت اكسيد ايجاد شده نيز بهتر مي شود. درضمن زمان پروسه كم مي شود و در نتيجه جابجايي ناخواستة اتمهاي از قبل dope شده بسيار كم مي شود. در اين پروژه پس از بررسي مختصر تئوري ساخت مخازن فشار بالا، به تعيين جنس وضخامت مخزن فلزي مورد نياز با استفاده از كدهاي استاندارد ASME مي پردازيم و ابعاد عملي قطعات را مشخص مي كنيم. سپس روشي براي تأمين حرارت بالا و ايجاد يك كوره عاري از آلودگي ارائه مي دهيم. نهايتاً به محاسبة مقدار انرژي ذخيره شده در سيستم از جهت خطرات احتمالي مي پردازيم و در پايان نتيجة يك شبيه سازي حرارتي را ارائه مي دهيم.

